
von —40 °C bis 4100 °C 

Abmessungen: Plostgehäuse 
Masse co. 0,1 9 
Zulässige Höchstwerte bis #jmax 
Ucso = 2X0V 7 = 10mA 

Uceco = 15V Pıot = 200 mW 

Ueso = 5V bei da = 250C 
lc = 100 mA 0 = 125 °C 

i Min. i Typ I Max., Meßbedingungen | s-:=d-u- 
gruppen____ 

Restströme 

Ic8o 5 5nA 100 nA _ Uca = 20 V l 

Durchbruchspannungen 

Ul(sr)cer 15 V 5 V l Ic = 100 uUA, ‘ 

U(8R)c8o ; 4g V } Ic= 104A 
U(er)eso | 68 V | Ig = 10nA | 
Stromverstärkung 

L 28 \ n Uce = 6 V, Ic = 2 mA, b 

hzie ‚5 I 140 f = 1 kHz c 

hzie | nı2 20 | d 
hete 224 560 l e 

Leistungsverstärkung 

Vpo 4 dB 6 dB Uce = 8 V, Ic = 1 mA, 
| f = 100 MHZ (sche Meßschaltung) 

'MMH:I | Ucg = 10 V, Ic =5mA, ] 
' 1 = 100 MHz 

ia‚s.;r | Ucg = 10 V, f = 20 MHz | 



| Min ‘ Typ > Max. i Meßbedingungen verstärkungs 

Rückwirkungskapazität 

Ci2o 2,3 pF UcE = 10 V, Ic = 5 mA, 
| — 500 kHz 

Rückwirkungszeitkonstante 

hıze | 110 ps Uc8 = 10 V, Ic = 5 mA, I 
e | f = 30 MHz 

Rauschfakter 

F ] 80 dB Ucg = 10 V, Ic = 5 mA, i 
| ; f = 100 MHz RG = 600 | 

Vierpolparameter 

hır10 | 32 kO0 Uce = 6 V, Ic = 2 mA, 
hıze 0,28 . 103 lf—ltH: 

hate |.. 
ban } 2843 | 
Schwingfrequenz 

1max | 356 MHZ| Uce = 10 V, Ic = 5 mA | 

V-Porameter In Emitterschaltung 

Yıra = (6,6 + 17,3) mS ' 
Yıza = (-0,3 - ] 1,75) m$ 
Yaıe = (23,5 - ] 40) mS 
Yaza = (1,72 + | 2,74) mS 

Yıra = (4,2 + 1 4,0) mS 
Yito = (0-11,0) mS 
Yeile — (35,5 - ] 45,5) mS 
Yezo = (1,58 + | 1,8) mS_ 

| bei Uce = 10 V, Ic = 5 mA, 
f = 100 MHz 

ı 

bei Ucg = 10 V, Ic = 5 mA, 
f = 50 MHz 

Y-Parameter in Basisschaltung 

Yıld = (25 - | 26) mS 
Yın = (-1,7 - } 1,78) mS 
Yalp = (-24,5 + j 38,5) mS 

Yızz = (1,72 + j} 2,74) mS 

bei Ucs = 10 V, Ic = 5 mA, 
f = 100 MHz 

Yilp = (54,5 - ] 33) mS | bei Ucs = 10 V, Ic =5maA, 
Yızz = (-1,45 + ] 1,32) mS 1 — 50 MHz 
Yaıd = (-48 + ] 36,5) mS 

Yazy = (1,58 + ] 1,8) mS 
Transistor SF 215 f Bestollbeispiel für einen Transistor 

der Stromverstärkungsgruppe f



Meßschaltung zur Ermittlung der Leistungsverstärkung f = 100 MHz 
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